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Curriculum vitae
Europass

Informatii personale
Nume / Prenume  DRAGHICI Florin

E-mail florin.draghici@upb.ro

Nationalitate = Romana

Domeniul ocupational Universitatea Nationald de Stiintd si Tehnologie Politehnica Bucuresti (UNSTPB), Facultatea
de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei (ETTI), Departamentul Dispozitive,
Circuite si Arhitecturi Electronice (DCAE), Profesor universitar

Experienta profesionala
Perioada | 1998 — prezent, Facultatea ETTI din UNSTPB, Departamentul DCAE

Functii didactice ocupate prin concurs:
Din 2022 — Profesor universitar

2014 - 2022 — Conferentiar universitar
2004 — 2014 — Sef de lucrari
2001 - 2004 — Asistent universitar
1998 - 2001 — Preparator universitar

Activitati si responsabilitati | - Titular de curs la disciplinele de electronica fundamentald "Dispozitive electronice" si
principale "Circuite Electronice Fundamentale" de la ciclul de licenta al Facultatii ETTI
- Titular de curs la disciplina "Controlul electronic al motoarelor cu ardere internd", de la
ciclul de Master al Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica (FIMM)
- Conducere “Proiect 1 - Dispozitive si circuite electronice”, ETTI, UNSTPB, responsabil
de disciplina
- Conducere laborator si seminar la disciplinele:
e “Dispozitive Electronice”, ETTI, UNSTPB
e “Circuite Electronice”, ETTI, UNSTPB
o “Controlul electronic al motoarelor cu ardere interna”’, Master - FIMM, UNSTPB
- Conducere lucrari de diploma si disertatii
- Membru al comisiei pentru examenul de diploma la Sectia Microelectronica,
Optoelectronica si Nanotehnologii (MON), ETTI, UNSTPB
- Membru in comisia de admitere master
- Membru in comisii de Indrumare doctoranzi si de sustinere publica a tezelor de doctorat
- Responsabil/membru in echipe de cercetare a proiectelor derulate in UNSTPB
- Responsabil realizare documentatie pentru audit ARACIS in cadrul Departamentului
DCAE din 2014
- Membru in Biroul DCAE, ETTI din 2012
- Coordonarea activitdtii tehnice din Laboratorul de Dispozitive si Circuite Electronice —
Studii Avansate (DCE-SA) (https://eeris.eu/ERIF-2000-000M-2131)
- Membru in comitetul de organizare al concursului profesional national " Tudor Tanasescu".

Numele si adresa angajatorului = UNSTPB, Splaiul Independentei 313, Bucuresti 6, Romania.
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Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati
principale

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati
principale

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Perioada
Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati
principale

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Educatie si formare

Perioada
Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatdmant / furnizorului de
formare

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

Educatie, cercetare

2009 —2023

Colaborare, inginer proiectare

Proiectare de circuite integrate de joasa tensiune si micé putere in tehnologii CMOS

ON Semiconductor - filiala Romania, Bd. Tuliu Maniu 6Q, Bucuresti, 061103

Proiectare circuite integrate

2006 — 2009
Colaborare, inginer proiectare

Proiectare de circuite integrate de joasa tensiune §i mica putere in tehnologii CMOS

Catalyst Semiconductor - filiala Romania, Str. Thomas Masaryk, Nr. 19

Proiectare circuite integrate in tehnologii CMOS

2002 - 2005
Colaborare, inginer service/proiectare
Activitate de instalare/punere 1n functiune, service pentru aparaturd analitica

stiintifica/industriala (High Tech): gaz-cromatografe, absorbtii atomice, spectrometre de
masa, aparaturd/senzori pentru analiza parametrilor mediului, aparaturd pentru analiza
imisiilor i emisiilor in mediu, aparatura pentru electrochimie, aparatura nucleara (dozimetrie
RX, spectrometrie X, etc.), RX-medical. Unul din proiecte s-a concretizat cu brevetul cu nr.
122980/28.05.2010.

Mecro System s.r.1, B-dul Timisoara 100P, Bucuresti, sector 6, Romania

Service/instalare aparatura stiintifica/industriala, proiectare circuite de interfatare

2010-2013

Studii posdoctorale, Proiect POSDRU/89/1.5/S/63700

Proiect cu tema: ,,Senzori de temperaturd bazati pe diode Schottky realizate pe Carbura de
Siliciu (SiC) pentru aplicatii in industria cimentului”

Proiect multidisciplinar ce a solicitat cunostinte avansate si deopotriva experienta in inginerie
electronica, fizica semiconductorilor, dispozitive semiconductoare, circuite electronice,
stiinta materialelor, mésurari electrice si electronice.

Stagiu de cercetare postdoctoral la Centro Nacional de Microelectronica (CNM) Barcelona,
Spania (2012). Tehnici si circuite de masurare timpilor de revenire inversa si a sarcinii stocate
in comutarea la inaltd tensiune (pand la 4kV) la diode ultrarapide pe SiC. Testare si
caracterizare senzori de temperatura realizati pe SiC.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

1998-2004

Doctor in Inginerie Electronica si Telecomunicatii/ Diploma de Doctor
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Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de
formare

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatdmant / furnizorului de
formare

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatdmant / furnizorului de
formare

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatdmant / furnizorului de
formare

Perioada
Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite

Titlul tezei: “Caracterizarea §i testarea dispozitivelor de putere si temperaturi inalte pe
carbura de siliciu”

Caracterizarea si testarea dispozitivelor electronice de mica si mare putere si temperaturi
inalte realizate pe materiale de banda larga (carbura de siliciu - SiC)

Studiul si caracterizarea senzorilor fotoelectrici pe SiC

Proiectarea, simularea si realizarea de circuite analogice

Concept/realizare de module pentru caracterizarea 1/V, temperaturd, comutatie, etc. a
dispozitivelor electronice realizate pe materiale de banda larga

Proiectarea i realizarea de sisteme de testare la temperaturi inalte a dispozitivelor realizate
pe SiC

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea ETTI

2003

Specializare pentru operare, instalare si service pentru generatoare de inaltd frecventa pentru
tuburi de raze X / Atestat

Operare, instalare si service pentru generatoare de Tnalta frecventa pentru tuburi de raze X

SEDECAL, Algete-Madrid, Spania

2003

Securitate radiologica in activitati de utilizare/MRIV instalatii cu generatoare X, nivel 2 (aviz
CNCAN nr.16/2003)

MRIVX, operare cu aparatura nucleard, raze X.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizicd si Inginerie Nucleard ,,Horia
Hulubei” — IFIN-HH

2000, 2001

Doua stagii de pregatire a doctoratului de cate doud luni pe an la CNM Barcelona, Spania.
Studii pe problema masurarii timpilor de revenire inversa la diode pe SiC, a caracterizarii la
temperaturi inalte a dispozitivelor semiconductoare realizate pe SiC si a tehnicilor de
termostatare la temperaturi inalte. Realizare modul de masurare a sarcinii stocate si a timpilor
de revenire inversa la diode hiperrapide (comutare la joasa tensiune, sub 200V). Realizare
aparat finit pentru caracterizarea la temperaturi Tnalte la nivel de placheta.

CNM Barcelona, Spania.

1998-1999

Microsisteme / Dipoma de Studii aprofundate

Studii aprofundate, profilul Electronic, Specializarea Microsisteme. Studii referitoare la
structuri, circuite si tehnologii microelectronice
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Numele si tipul institutiei de
invatdmant / furnizorului de
formare

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatdmant / furnizorului de
formare

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de
formare

Activitatea de cercetare,
proiecte de cercetare-
dezvoltare

Director/responsabil de proiect

Perioada

Proiectul

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

1993-1998

Inginer — specializarea Microelectronicd, Diploma de licenta
Studii universitare de pedagogie - ‘“Pedagogie si psihologie educationald”, Certificat de
absolvire care confera titularului dreptul de a profesa in calitate de cadru didactic

Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, specializarea Microelectronica; Inginer
electronist

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

1990-1993

Depanator de aparaturd electronicd, audio-video, radio si televizoare, diploma obtinuta
confera drept de libera practica

Scoala postliceala de specialitate

Grup scolar cooperatist Constanta

2017-2021

Parteneriate nationale — proiecte complexe, PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0419, "Senzori si
sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor
(SENSIS)", Responsabil din partea UPB pe proiectul component P2: "Senzori de hidrocarburi
pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industrial ostile (SIC-SENS)".
https://sensis-ict.ro/senzori-de-hidrocarburi-pe-sic-pentru-masurarea-concentratiilor-

de-hidrogen-si-hidrocarburi/
Bugetul total al proiectului complex a fost de 5287500lei. Proiectul component P2 a

fost bugetat cu 1142000lei din care, bugetul UPB a fost de 430000lei, din bugetul de
stat.

Lucrari publicate:

1. R. Pascu, M. Danila, P. Varasteanu, M. Kusko, G. Pristavu, G. Brezeanu, F.
Draghici, "Improved Ti/Pt/Au - n-Type Si Contacts by Post-Metallization Annealing
in Nitrogen Atmosphere", 2018 International Semiconductor Conference (CAS),
Sinaia, Romania, 2018, pp. 307-310, IEEE, DOI: 10.1109/SMICND.2018.8539839,
WO0S:000514386700064

2. R. Pascu, C. Romanitan, M. Kusko, P. Varasteanu, G. Pristavu, F. Draghici, G.
Brezeanu, "Using polyoxides as an alternative technological approach to obtain a
high quality MOS oxide on SiC", prezentat la European Conference on Silicon
Carbide and Related Materials (ECSCRM 2018), Birmingham, UK, 2018.

3. G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, M. Badila, F.Draghici, I. Rusu, "Series
Resistance Effect on Inhomogeneous SiC-Schottky Diode Forward Characteristics -
An Ideal Interpretation", prezentat la European Conference on Silicon Carbide and
Related Materials (ECSCRM 2018), Birmingham, UK, 2018.
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Perioada

Proiectul

. G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, F. Draghici, M. Badila, "Characterization of

non-uniform Ni-4H/SiC Schottky diodes for improved responsivity in high-
temperature sensing", prezentat la E-MRS Fall Meeting and Exhibit, Varsovia,
Polonia, 2018.

. R. Pascu, C. Romanitan, P. Varasteanu, G. Brezeanu, G. Pristavu, V. Craciun,

"Microstructural and electrical investigations of the interface layer between
Si02/SiC: polyoxides vs. thermally grown oxides", prezentat la E-MRS Fall Meeting
and Exhibit, Varsovia, Polonia, 2018.

. G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, F. Draghici, M. Badila, "Characterization of

non-uniform Ni/4H-SiC Schottky diodes for improved responsivity in high-
temperature sensing", Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 94,
2019, Pages 64-69, ISSN 1369-8001, https://doi.org/10.1016/j.mssp.2019.01.018,
WO0S:000458507800009, Q1.

. F. Draghici, G. Brezeanu, G. Pristavu, R. Pascu, M. Badila, A. Pribeanu, E. Ceuca,

"400°C Sensor Based on Ni/4H-SiC Schottky Diode for Reliable Temperature
Monitoring in Industrial Environments". Sensors 2019, 19, 2384, publicare online
https://doi.org/10.3390/s19102384, pp. 1-16, WOS:000471014500171, Q1.

. A. Enache, F. Draghici, G. Pristavu, G. Brezeanu, "Voltage Controlled Oscillator

for Small-Signal Capacitance Sensing", in Proceedings of the 2019 International
Semiconductor Conference (CAS), Sinaia, Romania, 9-11 Oct. 2019, pp: 323-326,
DOI: 10.1109/SMICND.2019.8923728, WOS:000514295300068

. G. Brezeanu, G. Pristavu, F. Draghici, R. Pascu, F. Della Corte, S. Rascuna,

"Enhanced Non-Uniformity Modeling of 4H-SiC Schottky Diode Characteristics
Over Wide High Temperature and Forward Bias Ranges", IEEE JOURNAL OF THE
ELECTRON DEVICES SOCIETY, Volume: 8, Pages: 1339-1344, 2020, DOI:
10.1109/JEDS.2020.3032799, ISSN: 2168-6734, WOS:000589593200001, Q2.

10.A. Enache, F. Draghici, F. Mitu, R. Pascu, G. Pristavu, M. Pantazica, G. Brezeanu,

"PLL-Based Readout Circuit for SiC-MOS Capacitor Hydrogen Sensors in Industrial
Environments", Sensors 2022, 22, 1462. https://doi.org/10.3390/s22041462,
WO0S:000769505800001, Q1.

2007-2010

Parteneriate in domeniile prioritare, Programului 4, directia de cercetare 1.7.5,
GIGASABAR, "Rezonatori de tip SAW si FBAR dedicati aplicatiilor in comunicatii pentru
gama 2-6 GHz si in domeniul senzorilor, obtinuti prin tehnici de microprelucrare gi
nanoprocesare a semiconductorilor de bandd larga GaN si AIN", Responsabil din partea
UPB. Bugetul total al proiectului a fost de 819016,6lei. Suma finantata pentru P2- UPB,
31185lei, bugetul de stat, http://www.imt.ro/gigasabar/

Lucréri publicate:

1.

G. Brezeanu, F. Draghici, F. Craciunioiu, C. Boianceanu, F. Bernea, F. Udrea, D.
Puscasu, 1. Rusu, “4H-SiC Schottky Diodes for Temperature Sensing Applications in
Harsh Environments”, in Proc. of 8" European Conference on Silicon Carbide and
Related Materials, 29 aug.-02 Sept, 2010, Oslo, Norvege, pp TP139.

F. Draghici, 1. Rusu, G. Brezeanu, B. Bucur ,,4n Accurate Method For Measuring Very

Low Frequency Biosignals”, in Proc. of the 32" International Semiconductor Conference,
12-14 Oct. 2009, Sinaia, Romania, pp. 423-426.

. A. Miller et. all, “FBAR and SAW devices on GaN/Si operating in the GHz frequency

range”, in Proc. of Smart System Integration Conf., Dresden, 22-23 March 2011, Digital
proceedings paper 13.

R. Pascu, F. Draghici, M. Badila, F. Craciunoiu, G. Brezeanu, A. Dinescu, 1. Rusu, “High
Temperature Sensor Based on SiC Schottky Diodes with Undoped Oxide Ramp
Termination”, in Proc. of the 34th International Semiconductor Conference, 17-19 Oct.
2011, Sinaia, Romania, vol. 2, pp. 379-382, ISBN: 978-1-61284-173-1, IEEE Catalog
Number CFP11CAS-PRT.
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Membru in echipa de cercetare

Proiecte internationale

Proiecte nationale

1. Bilateral cooperation with Foundation for Research &Technology-Hellas (FORTH),
Heraklion, Crete, Greece, “Periphery isolation for 4H-SiC high frequency power p-i-n
diodes with applications in wireless communications”, derulare: 2003-2005.

2. Microserv Project, “High Temperature SiC Power Schottky Diode”, Politechnica
University of Bucarest, Romania”, 2000-2002.

3. Contract D107 cu Banca Mondiala, "Dispozitive circuite si microsisteme electronice",
1999-2001.

4. INCO-Copernicus — Project: 960211/1996, “Lely SiC High Temperature Power Diode
Fabrication (PODILESCA)”, (finantat de U.E.), 1996 — 1998.

1. 673PED din 21/06/2022, "Senzori rezistivi bazati pe materiale nanocarbonice pentru
aplicatii IoT - de la sinteza de material, la electronica de readout", membru in echipa
de cercetare, 2022-2024.

2. 275-PED/2020, ,,Senzori PTAT de inalta temperatura cu diode Schottky pe SiC
pentru monitorizare si securitate in medii industriale ostile”, derulare 2020-2022.

3. PN-III-P2-2.1-PED-2019-4146/ PED 333/2020, ’’Dispozitiv electrochimic modular
pentru stocarea de sarcina’’, acronim MSTODE, 2020-2022.

4. Programul Operational Capital Uman (POCU), 2014-2020, Axa Prioritarda 6-
Educatie si competente, Cod SMIS 125125, Nr. contract: 51675/09.07.2019,
“Dezvoltarea competentelor de antreprenoriat ale doctoranzilor si postdoctoranzilor
— cheie a succesului in carierd (A-Succes)’’, Proiect cofinantat din Fondul Social
European (FSE), Expert calitate programe doctorale, 2019 — 2021.

5. Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Competitivitate 2014-2020, Cod MySmis: 105976, ,NETIO — Ecosistem
de cercetare, inovare §i dezvoltare de produse si servicii TIC pentru o societate
conectata la Internet of Things’’, Responsabil tehnic teme de cercetare, 2016-2020.

6. Proiect PN-III-P2-2.1-PED-2016-0503, contract Nr.180, PED/2017 ,,Metoda rapida
de analizda bazata pe biosenzor enzimatic pentru determinarea aspartamului din
alimente” (ASPSENS), UPB in parteneriat cu INCDSB, 2017-2019.

7. Parteneriat PN-II-PT-PCCA 2013-4-0297, contract Nr. 146/2016, “Sistem multiparametric
pentru monitorizarea fermentarii vinului”, UPB 1in parteneriat cu INCDSB (INSB)-
coordonator, 2014-2016.

8. Proiect PN-II-PCCA, 21/2-0479/PN-1I-PT-PCCA-2011-3.2-0487, "Senzor inteligent de
temperaturi ridicate cu diode pe carbura de siliciu (SiC) pentru aplicatii industriale in
medii ostile, SIC-SET", 2012-2016.

9. Proiect PN-II-PCCA Nr. 204/2012, "Detector de gaze inflamabile si toxice bazat pe matrice
de senzori MOS pe carbura de siliciu”, SiC-GAS, 2012-2016.

10.Proiect postdoctoral, POSDRU/89/1.5/S/63700, cu tema individuala "Senzori de
temperatura bazati pe diode Schottky realizate pe Carbura de Siliciu (SiC) pentru
aplicatii in industria cimentului", finantator - Autoritatea de Management al Programului
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane AM POSDRU, Responsabil de
proiect/Postdoctorand, 2010 -2013.

11.Parteneriat PN2, DIASENZOR — D-11062, “Diode senzor pe Diamant si SiC pentru aplictii
speciale in industria cimentului”, derulare 2007-2010.

12.Grant/ platforma CNCSIS - Platforma Ingineria Integratdi a Autovehiculelor —
AUTOINTEGRING, 2006-2008.

13.Grant CNCSIS, “Fotodiode de mare eficienfa pe carbura de siliciu pentru detectia
radiatiilor ultraviolete”, 2004-2006.

14.Contract RELANSIN - 375/24/12/1999, “Dispozitive Schottky pe carbura de siliciu pentru
aplicatii speciale de putere si temperatura”, 1999 —2002.
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Publicatii

Premii sau alte elemente de
recunoastere a
contributiilor stiintifice

Premii, distinctii

Alte elemente de
recunoastere a
contributiilor stiintifice

Aptitudini si competente
personale

Limba materna
Limbi strdine cunoscute

Autoevaluare

Nivel european (*)

Limba engleza

Limba franceza

15.Grant ANSTI — 5076 — A63 (15.02.07), “Caracterizarea §i testarea dispozitivelor pe SiC
pentru aplicatii speciale de putere si temperatura”, 2002.

16.Grant ANSTI — 5076 — A25 (15.01.12), “Caracterizarea si testarea dispozitivelor pe SiC
pentru aplicatii speciale de putere si temperatura”, 2001.

17.Grant ANSTI — 5076 — B77 (15.99.16), “Caracterizarea §i testarea dispozitivelor pe SiC”,
1999.

18.Grant ANSTI — 3042 — A16 (15.97.14), “Fizica interfetei SiO2 — SiC cu aplicatii la
tranzistoare MOS si diode Schottky”, 1997.

19.Grant MEN — B961 (15.97.11), “Modelarea procesului de comutatie a dispozitivelor
semiconductoare”, 1997.

- Autor/coautor a peste 70 articole de specialitate 1n reviste/ proceeedings-uri din domeniul
electronicii/microelectronicii. 61 dintre acestea sunt indexate WOS, 10 fiind in categoriile
QI sau Q2.

- Autor la o carte si coautor la 0 monografie

- Coautor la doud culegeri de probleme de dispozitive si circuite electronice

- Coautor la doud indrumare de laborator de dispozitive si circuite electronice

- Coautor la patru articole premiate “Best Paper Award” la International Semiconductor
Conference (CAS), Sinaia, Romaénia 1n anii 1998, 2002, 2008 si 2009

- Un brevet OSIM ca prim autor, obtinut in anul 2010

- Un certificat de inovator (coautor), 1989

- Obtinerea Atestatului de abilitare — conducere de doctorat, mai, 2022

- Peste 150 de citari in lucrari de specialitate din care 125 sunt in articole indexate ISI

- Membru al Paper Review Board International Semiconductor Conference - CAS, Sinaia,
Romania, din 2011

- Evaluator lucrari pentru “The 9th European Conference on Silicon Carbide and Related
Materials (ECSCRM 2012)”

- Chairman la International Semiconductor Conference - CAS, Sinaia, Romania, din 2013

- Membru in International Steering Commitee, SIITME, 2016-2023

- Associate Editor, ROMIJIST, din 2017

- Recenzor SENSORS, 2019

- Recenzor Journal of Applied Physics, 2019

- Recenzor Solid-State Electronics, 2024

- Recenzor la revista Buletin Stiintific al Universitatii Politehnica din Bucuresti, din 2019

Limba romana

intelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisa
conversatie
B2 B2 B2 Bl B2
A2 Bl A2 A2 A2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Strdine
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Competente si abilitati sociale |Lucrul in echipa, adaptabilitate, aptitudini de comunicare, resposabilitate, voluntariat.

Competente si aptitudini | Competente organizatorice dobandite prin activitatile realizate in cadrul proiectelor de
organizatorice = cercetare nationale si internationale

Coordonatorul disciplinei P1-Dispozitive si circuite electronice (P1-DCE) pentru intregul an
3 al ciclului de licenta al Facultatii ETTI din UNSTPB
Coordonare proiecte de diploma/semestru
Membru 1n echipa de organizare a concursului profesional “Tudor Tanasescu”.
Membru in biroul Departamentului DCAE, ETTI, UPB, din 2012
Realizarea documentatiei pentru reacreditarea ARACIS a Programului de studii
Microelectronica, Optoelectronica si Nanotehnologii (MON), audit reacreditare in anii 2015
12021

Competente si aptitudini tehnice = Software CAD (Cadence, Mentor, HSpice, Orcad, TINA-Spice, ExpressPCB, LTSpice)
Specializare operare Pyxis — IC Design Flow, Mentor Graphics, 2013, certificat.
Proiectare si realizare de circuite electronice analogice
Dezvoltare de sisteme de testare de dispozitive si circuite electronice
Peste 30 ani de experienta 1n service de aparatura electronica de larg consum si profesionala
Service mecanica, instalatii de gaze si lichide
Service PC

Competente si aptitudini de = Sisteme de operare: MS-DOS, Windows, Linux (nivel mediu)
utilizare a calculatorului = Utilizare pachet MS-Office

Competente si aptitudini artistice =~ Fotografie

Permis de conducere = Categoria B

Informatii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere.

16.02. 2024 Prof. Dr. Ing. Florin Draghici
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